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1. ToFセンサ

ToFセンサ

量産中

新製品

GP2AP03VT00F

測定範囲1 ~ 30 cm

4.0×2.2×1.5t mm パッケージサイズ

GP2AP02VT20F

10 ~ 200 cm

4.0×2.2×1.5t mm

GP2AP04VT00F

1 ~ 10 cm

4.0×2.2×1.5t mm

特長

近距離高精度・高速応答

近距離品 中距離品

測定範囲
パッケージサイズ
特長

《注》 検知物：白紙(反射率 r=0.9)

開発中 GP2AP07VT10F

2 ~ 1,500 cm

4.5×2.4×2.0t mm

シングルポイント、長距離、可変FoV(4°/16°)

GP2AP07VT20F

2 ~ 1,000 cm

10×20×3.0t mm

120 x 1ポイント、長距離、FoV=120°

測定範囲
パッケージサイズ
特長

Long range

Wide16°Narrow 4°

Short range
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2. 測距センサ（三角測量）

測距センサ

アナログ
出力タイプ

1bit
Hi/Low
デジタル

出力タイプ
標準タイプ

GP2Y0A21YK0F GP2Y0A02YK0F

GP2Y0D21YK0F GP2Y0D02YK0F

4 ~ 50 cm
18.9×8×5.2t mm

I2C出力タイプ
4 ~ 50 cm

小型高精度
CMOSタイプ

16.7×11×5.2t mm

小型高精度
CMOSタイプ

アナログ/ I2C
両出力タイプ

小型高精度
CMOSタイプ

4 ~ 50 cm

標準タイプ GP2Y0A41SK0FGP2Y0A51SK0F

18.9×8×5.2t mm

小型タイプ GP2Y0AF15* GP2Y0AF30*

GP2Y0E02A

GP2Y0E02B

GP2Y0E03

･････測定範囲4 ~ 30 cm
29.5×18.9×13.5t mm

10 ~ 80 cm
29.5×18.9×13.5t mm

20 ~ 150 cm
29.5×18.9×21.6t mm ･････パッケージサイズ

24 cm
29.5×18.9×13.5t mm

80 cm
29.5×18.9×21.6t mm

2 ~ 15 cm
27×10.8×12t mm

1.5 ~ 15 cm
21.2×8.5×6.3t mm

4 ~ 30 cm
20×8.5×9.0t mm

･････測定範囲
･････パッケージサイズ

･････測定範囲
･････パッケージサイズ

･････測定範囲
･････パッケージサイズ

･････測定範囲
･････パッケージサイズ

･････測定範囲
･････パッケージサイズ

《注》 検知物：白紙(反射率 r=0.9)
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3. 近接センサ

近接センサ

近接

XYZ
モーション

GP2AP070S00F

検知距離100mm

4.0×2.0×1.1t mm パッケージサイズ

GP2AP110S00F

100mm

4.0×2.0×1.1t mm

GP2AP054A00F

～100mm

4.0×2.1×1.25t mm

特長

XYZ方向検知

高精度タイプ

GP2AP130S00F

40mm

1.75×1.0×0.35t mm

超小型タイプ狭額縁対応

測定範囲
パッケージサイズ
特長

Y2804

最小検出照度 0.2lux～
2.0×2.5×0.5t (w/ インターポーザ)

Under Display対応 RGB照度センサ

測定範囲
パッケージサイズ
特長

《注》 検知物：白紙(反射率 r=0.9)

開発中
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4. フォトインタラプタ

Vcc

GP1S094HCZ0F

GP1S092HCPIF

GP1S097HCZ0F

GP1S194HCZ0F

GP1S195HCPSF

(3.1×2.0×2.7 mm) (3.4×2.0×2.7 mm)

(2.26×1.4×1.6 mm)

GP1S396HCPSF

2.0 mm ピッチ
コネクタ

GP1S173LCS2F GP1S273LCS1F

With positioning hole

SMD, with positioning pin

[ギャップ：1.1 mm]

Through hole

SMD

Through hole

SMD

**GP2S610HCP0F

SMD;リフロー半田付け対応
GP2S700HCP

**GP1A273LCS5F

* 開発中

静電気対策

GP2A200LCS0F GP2A240LCS0F

GP2A250LCS0F

GP2A230LRSAF

長焦点：5 -15 mm
(黒紙)

短焦点：3 -7 mm 
(黒紙)

高周波外光を検出しない

ネジ取り付け
(GP2A***0F)

**GP2A451LCS0F

GP2A230LRS0F

スナップイン
(GP2A***AF)

GP1S093HCZ0F1.5 mm ピッチ
コネクタ

Vcc

検知距離：4.0 mm

検知距離：1.0 mm

** 新商品

(3.1×2.0×2.7 mm)

（5.5×2.6×4.8 mm)(4.5×2.6×2.9 mm)

(4.5×2.6×4.5 mm)

(4.5×2.6×2.9 mm)

(2.26×1.4×1.6 mm)

(3.6×2.0×2.7 mm)

長焦点：2.5 -12.5 mm
(黒紙)

長焦点：2.5 -12.5 mm

長焦点：2 -22 mm

**GP2A432LCS0F
短焦点：3 -7 mm
(黒紙)

OPIC出力
(デジタル)

シングルフォト
トランジスタ出力

(アナログ)

光変調方式
（デジタル）

超小型透過形
インジェクション

モールドパッケージ
（アナログ)

3.0~5.5V

5V

3.0 ~ 
5.5V

超小型反射形
（アナログ）

SMD

GP1A173LCS5F

• 3.3Vと5V電源両方に適用可能
• 耐ノイズ性の向上

• 3.3Vと5V電源両方に適用可能
• 環境光と電気ノイズに対する非常に高い耐性
• 低消費電力（最大10mA）

■超小型パッケージ■透過形、 コネクタ付き

■反射形、光変調方式、コネクタ付き

GP1S396 シリーズ
業界最小！

GP2S60

(3.2×1.7×1.1 mm)

(4.0×3.0×2.0 mm)

高出力化
検出位置特性向上

(3.2×1.7×1.1 mm)

非検知距離：22mm

非検知距離：27mm

出力形態

[ギャップ：5 ｍｍ]

[ギャップ：5 ｍｍ]

[ギャップ：1.5 mm] [ギャップ：1.7 mm]

[ギャップ：3.0 mm][ギャップ：2.0 mm]

[ギャップ：1.2 mm]

GP1S396HCP0F

GP1S196HCPSF

GP1S196HCZ0F

**GP2A451LCSAF

** GP2A432LCSAF

非検知距離：90mm

GP2A25J0000F

開発中
(5.0×2.5×2.1 mm)

デジタル出力品
・周辺回路不要で、波形整形出力
・高速応答

[ギャップ：1.8 mm]
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5. ほこりセンサ

ほこりセンサ

平均濃度方式
  ・Fanレス
  ・IR-LED

パーティクル
カウント方式
 ・Fan内蔵
 ・IR-VCSEL

特長

アナログ出力

マイコン内蔵

マイコン内蔵

GP2Y1023AU0F GP2Y1026AU0F

GP2Y1040AU0F

GP2Y1014AU0F

ベーシックタイプ

PWM出力 UART出力

UART/I2C 出力

特長

特長
PM0.3～10 μm (5分類での個数濃度出力可能)

パーティクル
カウント方式
 ・Fanレス
 ・IR-LED

マイコン内蔵 GP2Y1031AU0F

I2C 出力
PM0.5～10 μm (2分類での個数濃度出力可能)

特長

マイコン内蔵 GP2Y50**AU0F

I2C 出力 特長反射型ダストセンサ

開発中

ロボット掃除機向け ダスト量に応じてレベル出力(モード切替あり)

床面
吸込口
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6. トランジスタ出力タイプフォトカプラ

パッケージ 入力 出力形式 形名 低入力電流タイプ
(IF=0.5mA)

DIP 4pin Standard type DC Single photo transistor PC817XxNSZ1B PC8171xNSZ1B

High VCEO TYPE PC851XNNSZ1H

Reinforced 
Insulation Type

DC Single photo transistor PC123XxYFZ1B PC1231xYFZ1B

Darlington 
Photo transistor

PC852XNNSZ1HHigh VCEO TYPE

DC Single photo transistor

SOP 4-pin Standard type DC Single phototransistor PC357NJ0000F PC367NJ0000F

Darlington 
phototransistor PC355NJ0000F PC365NJ0000F

AC Single phototransistor PC354NJ0000F PC364NJ0000F

PC3H7J0001H PC3H71*NIP1H

AC Single photo transistor PC3H4J0001H

PC3H3J0001H
High resistance 
to noise

SSOP 4-pin

PC817XxNSZW

High VCEO TYPE PC451J00000F

High VCEO TYPE PC452J00000F

Reinforced 
Insulation Type

DC Single photo transistor PC3HU7NYIP1B

PC817XxNSZWC

PC123XxYFZWC

PC357NJ0000C

DVT: Now.

※ Sample providing schedule,etc. are subject to change.

Development model
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7. フォトトライアックカプラ

非ゼロクロス IFT=(MAX.)10mA PC3SH11YFZAH

IFT=(MAX.)10mA PC3SH21YFZAH

4pin DIP

IFT=(MAX.)7mA PC3SH21YFZBH

長沿面タイプ

パッケージ

長沿面タイプ 非ゼロクロス

非ゼロクロス

ゼロクロス

IFT=(MAX.)10mA

IFT=(MAX.)7mA 

IFT=(MAX.)5mA

IFT=(MAX.)10mA

IFT=(MAX.)7mA

IFT=(MAX.)10mA

PC3SD12NTZAH

PC3SD11NTZBH

IFT=(MAX.)10mA 

IFT=(MAX.)3mA

PC3SD21NTZAH

PC3SD21NTZBH

PC3SF11YVZAH

PC3SF11YVZBH

PC3SF21YVZAH

5pin DIP

IFT=(MAX.)7mA

ゼロクロス

ゼロクロス

IFT=(MAX.)7mA

非ゼロクロス IFT=(MAX.) 10mA S2S5A00F

IFT=(MAX.) 10mA S2S4A00F

4pin SOP

ゼロクロス

形名(VDRM=600V)

PC4SD11NTZCH

形名(VDRM=800V)

PC4SD21NTZDH

PC4SF21YVZBH

PC3SD11NTZCH

PC3SD21NTZDH

PC3SF21YVZBH

特長 最小トリガー電流
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8. SSR

パッケージ

非ゼロクロス

ゼロクロス

IT(rms)=0.3A

IT(rms)=0.9A

IT(rms)=0.6A

PR33MF51NSLH

PR36MF51NSLH

PR39MF51NSLH

PR3BMF51NSLH

PR39MF22NSZH

PR36MF21NSZH

8pin DIP

IT(rms)=0.9A

IT(rms)=0.6A

IT(rms)=1.2A

AC 200V

非ゼロクロス IT(rms)=0.3A PR33MF51NPLH

PR36MF51NPLH

PR39MF51NPLH

PR3BMF51NPLH

8pin SMD

IT(rms)=0.9A

IT(rms)=0.6A

IT(rms)=1.2A

AC 200V

非ゼロクロス IT(rms)=0.06A PR31MA11NTZH

PR32MA11NTZH

5pin DIP

IT(rms)=0.15A

AC 200V

形名適用電圧 特長 実効オン電流



Copyright © All rights reserved, SHARP SEMICONDUCTOR INNOVATION CORPORATION 10

9. 高速タイプフォトカプラ

※ Specs., sample providing schedule,etc. are subject to change.

MP model 2024 2025～
Data rate Package

General purpose

Target spec.

LSOP6

SOP5

PC457L0*IP0F1 Mb/s
(Open-Collector output)

200kb/s
(Open-Collector output)

SOP5

PC400J00000F

10 Mb/s
(Open-Collector output)

LSOP6

SOP5

LSOP6

15 Mb/s
(Open-Collector output

and Totem-pole output)

50 Mb/s
(Totem-pole output)

SOP5

LSOP6

PC4L57EY*P0F

SOP55 Mb/s
(Totem-pole output)

SOP5 PC410LE*IP0F

Topr Max. 125℃(2025)

CMR Min. 15kV/us

Topr Max. 125℃
CMR Min. 25kV/us

Topr Max. 125℃(2026)

CMR Min. 10kV/us

Topr Max. 125℃
CMR Min. 20kV/us

Topr Max. 125℃
CMR Min. 25kV/us

PC457L series
DVT: 2025 Oct. 

PC4L57E series
DVT: 2026 Mar.

PC458LE/459LE series
DVT: 2025 Oct. 

PC4L58E/4L59E series
DVT: 2025 Nov. 

PC410LE series
DVT: 2025 Dec. 

PC417LE/418LE series
DVT: 2027 Mar. (TBD)

PC4L17E/4L18E series
DVT: 2027 Mar. (TBD)

20 Mb/s
(Open-Collector output

and Totem-pole output)

SOP 5PIN

LSOP 6PIN

Topr Max. 125℃
CMR Min. 20kV/us

PC414LE/415LE/416LE series
DVT: 2026 Dec. (TBD)

PC4L14E/4L15E/4L16E series
DVT: 2026 Dec. (TBD)

PC457LE*IP0F

Development model

PC412LE  / PC411LE/413LE
DVT: 2026 Feb. / DVT: 2026 Jul.(TBD)

PC4L12E  / PC4L11E/4L13E
DVT: 2026 Feb. / DVT: 2026 Jun.(TBD)
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10. MOS-FET / IGBT 駆動フォトカプラ

※ Specs., sample providing schedule,etc. are subject to change.

2024 2025～MP model
Package Target spec.

SOP5~0.6A
(Totem-pole output)

LSOP6

DIP8

Topr Max. 110℃(SOP5)

Topr Max. 125℃
                 (LSOP6/DIP8)

CMR Min. 20kV/us

SOP5~1.5A
(Totem-pole output)

LSOP6

DIP8

Topr Max. 110℃(SOP5)

Topr Max. 125℃
                (LSOP6/DIP8)

CMR Min.

20kV/us(SOP5/DIP8)

35kV/us(LSOP6) 

SOP5~2.5A
(Totem-pole output)

LSOP6

DIP8

Topr Max. 110℃(SOP5)

Topr Max. 125℃
                (LSOP6/DIP8)

CMR Min.

20kV/us(SOP5/DIP8)

35kV/us(LSOP6) 

~4.0A
(Totem-pole output)

LSOP6

DIP8

Topr Max. 125℃
CMR Min.

35kV/us(LSOP6)

20kV/us(DIP8)

~6.0A
(Totem-pole output)

PC4L23****0F

PC923LR***0F

PC4L25****0F

PC925LE***0F

DIP8 Topr Max. 125℃
CMR Min. 20kV/us

Peak output current

PC422LE series
DVT: 2026 Sep. (TBD)

PC4L22E series
DVT: 2026 Sep. (TBD)

PC922LE series
DVT: 2026 Dec. (TBD)

PC423LE series
DVT: 2026 Jan. 

PC425LE series
DVT: 2025.Dec.

PC4L26E series
DVT: 2025 Nov. 

PC927LE series
DVT: 2026 Oct. (TBD)

PC926LE series
DVT: 2026 Mar.

PC4L23E series
DVT: 2026 Jan. 

PC4L25E series
DVT: 2025 Nov. 

PC923LR series
DVT: 2026.Mar.

PC925LE series
DVT: 2026.Mar.

Development model
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11. IPM 駆動フォトカプラ

※ Specs., sample providing schedule,etc. are subject to change.

2024 2025～MP model
Data rate Package Target spec.

LSOP6

1 Mb/s
(Open-Collector output)

SOP5

LSOP6

SOP5

LSOP6

10 Mb/s
(Totem-pole output)

SOP5

LSOP6

PC456LE*IP0F

PC4L56EY*P0F

SOP55 Mb/s
(Totem-pole output)

Topr Max. 125℃(2025)

CMR Min. 20kV/us

Topr Max. 125℃
CMR Min. 20kV/us

Topr Max. 125℃
CMR Min. 30kV/us

Topr Max. 125℃
CMR Min. 20kV/us

15 Mb/s
(Totem-pole output)

PC456LE series
DVT: 2026 Jan. 

PC4L56E series
DVT: 2025 Dec.

PC461LE/462LE series
DVT: 2026 Aug. (TBD)

PC4L61E/4L62E series
DVT: 2026 Aug. (TBD)

PC463LE series
DVT: 2026 Nov. (TBD)

PC4L63E series
DVT: 2026 Nov. (TBD)

PC458LE/459LE series
DVT: 2025 Oct. 

PC4L58E/4L59E series
DVT: 2025 Dec. 

Development model
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